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図1: 300KでのSi64H.からなる水素化アモルフ
ァスシリコンにおける動径分布関数｡(a)si･Si,(b)
Si-H･(C)H-H や億Li†別 ,ス灸嫁(･f-級).
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｢構造不規則系におけるダイナミックス｣
図2: 300KでのSjpLからなる水素化アモルフ
ァスシリコンの原子配置｡
???
?
???
?
??
??
?
?
図3: 300KでのSi糾H'からなる水素化アモルフ
ァスシリコンにおけるSj-HISiの3中心結合からなる
水素原子 (68､72番の水素原子)｡
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図4 浮遊ポンド
図5: 300KでのSi山 からなる水素化アモルフ
ァスシリコンにおける価電子帯周辺の｢点における
-電子準位｡
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